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Der U214 D kann in fblgenden Betriebsarten darbeiten:
g ~ — Schreibzyklus ' :
— lesezyklus : .
Die Akimerung des U214 D erfolgt mittels des £5-Signals (€8 =
Low). im Ruhezustand (CS = High) erfolgt eine schaltkreisinterne - -
vLeiskungsreduzierung auf ca. 40 9y der Betriebsleistung. Die Da- B on s

! o 5 (1&1 i3 rii F“—x 1©
tenpmf: sind in dlesem Zustand hochohmig (Tristate}.
Dic Be{r:ebscr* thregben ick npl{snnfnxrhnpt durch €8 = WE =
Low. Die an D0 ...D3 cnhegenden Daten werden geméh dem | ,
Impulsdiagramm ,‘Schrelben in die adressierten Speicﬁ'e;rze!ien" i e
elngeschneben : :
In" der Betriebsart ,Lesen” (LS = Lcw. WE =High) liegen die
Daten der durch die Adrefpins AO ... A9 adressierten Speicher- ’
zellen der Mctnx noch Ablauf-der Zugriffszeit gulzeg an den-Daten- . .
cusgdrigen DO . D3 an,
Zustand TS WE DO...D3 .. Selektionstypen - ’
Ruhezustand H X X {Ausgang hochohmig, : - U214045 U214D.30 U214 D20
Eingang gesperrt) : Botriobert -
e | L L ; A n hohmig, etriebsstrom .
Schreiben L = b ‘E;n“;gfgif;gﬁf s lccor 95 mA .95 mA 120 mA
Schreiben H L bH " (Ausgang aktiv, 7 Zuariffstei - T N R
' Eingong aktiv) - Lugtifiszett 450 ms 300 ns 200 ns
Lesen L H AL (Ausgang hochohmig ATIA : . - : -

. Eingang gesperrt)

X beliebiger Zustand )
Ai ~_ Inhalt des ausgewdhlten Speicherwortes
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Technische Daten (Alle Spannungen sind auf Ugs =0V bezogen}

Grenzwerte ; Betriebsbedingungen (statischer Teil}

#Kenngréhe _ Symbo!  Einheit {ngr't \r;}@eft KenngréBe Symbol Eirheit C;v"gr.t VN\}:QH- \r?;:;t
Betriebssponnung Uaoe A 0 7,0 Betriebsspannung Ugc v 4,75 5,0 5,25
- L-Eingangsspannung Ui vV -1 0,8
Uple IV — 1,5 7,0 H-Eingangsspannung U ¥ 2 5,5
Ausgongskurz- Umgebungstemperatur &, °oC o] 25 70
schlufistrom Ipg mA e 5
Verlustieistung Py W e 1
Arbeitstemperatur Gy, eC o + 70
Logertempergiur P °C — 55 4 125
Betriebsbedingungen (zeitliche Bedingungen} .
. p min. Werie .
Symbol Einheit ~U214D 45 U214 D 30 U214D 20
negative L6} sdle terel  ng 450 300 200
Adressenzykluszeit ' - tavax ns B 450 - 300 200
Adressenvorhaltezeit TAVWL ns 0 " 0 0
Adressenhaliezeit TWHAX ns 0 C 0 . o]
negative WE-Empugsdcuer tWLWH ns 300 230 180
WE-Impulsvorhaltezeit tWL cH ns 300 230 180
WE-Impulsholiezeit tcLwy ns 350 - 280 200
Dotenvorhaliezelt toywi ns ’ 200 15¢ . 120
Datenhaltezeit : {WHDX Y 0 0 0

4

Stetische Kennwerte [¥s = 25 °C} ~
U214D45  U214D30 - U214D20

Kenngréfle : . Symbol Einheit Bedingungen min. max. min. max. min. max. Wert
Betriebsstrom lgcop mA Uce=58V, Ui = Uss; 95 95 120
. U= Ucc
Ruhestrom loer ) mA Uce=5V, Ul =Uss; 40 40 40
. Umm=Ucc-
R
Eingangsleckstrom fhd uh - Ucc=525V; Ui = Uss; 10 10 10
: Ui =Uce _
L-Ausgangsspannung UoL N lo==2,0 mA .04 0,4 0,4
. Uce = 5,25 Vi Ui = Uss;
Uin = Ucc ; ’
H-Ausgangsspannung . Uos W o= 0,4 mA 2.4 2.4 2,4
Uce=525V; Ui =Uss;
U =Ucc

Dynamische Hennwerte (Ja = 25 °C)
U214D45 . U214 D30 Uz214D20

KenngréBe ' © Symbol Einheit Bedingungen . . .
R h min. max. min. maox. min. max, Wert
TE-Zugritiszeit tOLDY ns Ucc=4,75V; U= Uss; 450 300 200
AdreBzugriffszeit tav Dy ns Ui = Uce 450 300 200
Ausgungsinformation
noch giiltig nach .
AdreBwechsel fAY. DY ns Ucc=4,75V 0 0 ‘ 0
Verzbgerung _ U =Uss
%ﬁ@w.ﬁ‘%gang akiiv _‘tcmyg ns U =Ucc 0 0 0
Sgerung .
ing hochohmig touDzZ ns 0 100 0 80 0 60
cBperung .
Lusgong hochohmig fWLDZ n§ 0 100 0 80 0 60

tWEDO ns 10 10 10
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Lesezyklus TCS = Low)

Eingangsdaten glltig
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Ausgangedaten giltig
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Lesezykius (Adressen‘liegen iiber 'gesamten Lesezykius an)
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usgangsdatsn giltig
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Alle angegebenen Zeitén ge!ten fur dte folgende Beschq!tung der

. Da%enausgcnge Bi:

V214D

jﬁ%f

&

: Apphkmwﬁ

Der U214 Distein Lese- Schreib- Spe;cherschcltkrels fir den Emsctz

in der Rechentechnik. Der Schaltkreis kann in TFL-Systemen ein-

gesetzt werden. Er arbeitet auf Grund der Méaglichkeit der Aus-
gangsubtrennung auch an Tristote-Bussystemen.

“im  Ruhezustand erfolgt eine schaltireisintdrne Leeﬁungs!euu-
zierung auf co. 4(}% der Beétriebsleisiung.
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SAX 1
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RN

. BE=Er.

14 D 20:
14 D 30¢
14 D 45:¢

'Beh@nd!&agshinwéise: B
‘Die MOS-Behandlungsvorschrifien sind bei den U214D-
Schaltkreisen einzuhglien,

137 87 44 000 214273
137 87 44 000 214177

137 87 44 000 214054



